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１．概要（Summary） 

窒化物半導体はさまざまな光電子デバイスへの応用が

期待されている材料であり，世界各国で研究開発が進め

られている．しかし，基板作製技術が未熟であることから，

異種基板上へのヘテロエピタキシャル成長が必須である．

近年では，高品質・安価・大口径で各種プロセスが確立し

ているSi基板が注目されている．しかし，Siと窒化物半導

体は格子定数や熱膨張係数などの物性値差が大きく，高

品質な窒化物半導体結晶の成長が困難であるため，バッ

ファ層の挿入が不可欠である．バッファ層材料として SiC
が有効であることが知られている．ここで，SiC を結晶成長

しなくても，C 原料ガスのみを供給しながら Si 基板を加熱

するだけで，Si 基板表面が炭化され SiC 薄膜が得られる．

そこで我々は，この Si 表面炭化によって得られる SiC 薄

膜をバッファ層として利用することを提案している． 
一方，窒化物半導体としてもっとも研究が進展している

GaN は，SiC に対する濡れ性が低く，成長直前に Al 原
料を先行供給することで濡れ性を向上させる必要がある．

Si 表面炭化によって得られた SiC 薄膜上への GaN 成長

はほとんど報告がない上に，Al 原料先行供給の最適条

件は成長炉によっても異なる．したがって，炭化 Si 基板を

利用する前に，SiC 基板を利用して GaN を成長し，Al 原
料先行供給条件の最適化を図った． 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ブレードダイサーDAD3650 
【実験方法】 

3インチおよび4インチの4H-SiC(0001)ウエハを，ブレ

ードダイサーを用いて 11 mm×9 mm のサイズにダイシ

ングした．この際，基板表面をフォトレジストで保護し，表

面からブレードを挿入した．また，SiCはSiよりも硬いため，

ブレード送り速度を Si ダイシング時の 1/3～1/5 に低下さ

せた． 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1 に示すように，破損や欠け等なく SiC 基板がダイ

シングできた．ダイシング後に表面のフォトレジストを有機

溶剤で除去した後，改めて基板を薬液洗浄し，直後に

GaN を成長した．適切な Al 原料先行供給条件を用いる

ことで，Fig. 1 から分かるように全面均一に表面平坦な

GaN 単結晶が得られた． 

 
Fig. 1  Appearance of SiC chip after dicing and 
followed by the growth of GaN. 
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